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【はじめに】酸化ガリウム (β-Ga2O3) はバンドギャップ 4.7 eVのワイドギャップ半導体で，次世

代のパワー半導体として期待されている．しかしながら，(010)面 β-Ga2O3結晶では転位と SBDの

リーク電流に相関があることがわかっている[1]．本発表では X線トポグラフィーにより HVPEホ

モエピ結晶の欠陥を観察し，EFG基板結晶と比較することで欠陥の発生機構を調べた． 

【実験方法】観察試料は EFG(001)面上に HVPE法によりホモエピ成長を行った(001)面 β-Ga2O3エ

ピ膜(厚さ約 10µm)である．エピ成長前に EFG 基板の X 線トポグラフィー測定を行い，エピ成長

後に再度エピ膜の測定を行った．X 線トポグラフィーは九州シンクロトロン光研究センター

(SAGA-LS)のビームライン BL09で単色化したシンクロトロン光を用いて観察した． 

【実験結果】図 1(a), (b)に(001)面 β-Ga2O3エピ膜と基板結晶の同一箇所の X 線トポグラフ像を示

す．g=1005回折で測定し，侵入深さは約 4µmである．図中の赤丸で示すようにエピ膜で転位が観

察された箇所には，EFG 基板にも転位が観察されており，基板欠陥を引き継いだ貫通転位である

ことがわかった．また矢印で示すように EFG 基板の<010>へ延伸した欠陥の端部から発生してい

る転位も観察されている．他にも，基板の圧痕や外力などによる長距離歪などを起点に，エピ膜

の歪が集中していることもわかった．  

【まとめ】シンクロトロン X 線トポグラフィーにより，HVPE 成長した β-Ga2O3エピ膜の観察を

行った．転位が観察され，下地の EFG基板と比較したところ，EFG基板中の欠陥から発生した貫

通転位であることがわ

かった．  
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Fig. 1 X-ray topography images of (a) HVPE grown film  

and (b) EFG substrate at same position. 
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